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【はじめに】 カーボンナノチューブ (CNT) やグラフェンは優れた電気的特性[1]から、電子デバ

イスや配線、透明電極などエレクトロニクス分野で様々な応用研究が行われている。これらニー

ズに応えるには、大面積で高品質、高スループットな材料合成技術が必要であり、基板上の CNT

合成では CVD連続成長が報告されている[2]。一方、装置の大型化には発熱による歪の課題もある。

本発表では、基板表面のみを局所ガス加熱する新しい方式を用いたCVD成長について報告する。 
 

【実験方法】 図 1 はヒートビーム (HB) 装置の構造を示す。加熱した不活性ガス流 (HB) を基

板表面に吹き付けることで加熱し、そこに同時に原料ガスも加えることで CVD 合成を行う。こ

の方式では真空チャンバ不要で、加熱領域が小さいため熱歪の影響も抑えられる。今回、不活性

ガスとして N2、原料ガスとして安全性を考慮し高純度ジエチルアセチレン (C6H10) [3]をバブリン

グし供給した。また HB ユニットを並列設置することで高スループット化が可能である。基板と

しては触媒金属Co/TiN/TaN/SiO2/Si積層構造を用いた。合成温度は基板表面で約650 ℃である。 
 

【実験結果】 図 2 は成長したサンプルの 2 か所の断面

TEM像を示す。Co膜厚は 30 nmである。数 10～数 100

層の多層グラフェン成長が確認できる。興味深いことに

触媒膜に水平 (右図) だけでなく、縦に多層グラフェン

が成長 (左図) しているように見える。成長メカニズム

は未解明だが、側面の触媒から成長した可能性もある 

(挿入図)。さらに、本装置を使用し、ほぼ近い条件にお

いてCNT成長を確認した (図 3)。詳細は当日発表する。 
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